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(57)【要約】
【課題】透明電極１０２と対向電極１０４の間に少なく
ともバッファ層１０３ａと高分子化合物よりなる有機発
光層１０３ｂを含む有機発光媒体層を備えた有機ＥＬ素
子において、膜厚ムラのない均一なバッファ層１０３ａ
を得、さらには、耐性の良い安定性の高いバッファ層１
０３ａを用いることで信頼性の高い高分子有機ＥＬ素子
を得る。
【解決手段】バッファ層１０３ａが少なくとも無機物の
、陽極側に配置された正孔輸送層１０３ａ１と有機発光
層１０３ｂ側に配置された電子ブロック層１０３ａ２と
の積層体からなることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明電極と対向電極の間に少なくともバッファ層と高分子化合物よりなる有機発光層を
含む有機発光媒体層を備えた有機ＥＬ素子において、バッファ層が少なくとも２種類の無
機物からなることを特徴とする有機ＥＬ素子。
【請求項２】
陽極と陰極との間に、少なくともバッファ層と高分子化合物を含有する有機発光層を含む
有機発光媒体層を備えた有機ＥＬ素子において、バッファ層が少なくとも２種類の無機物
からなることを特徴とする有機ＥＬ素子。
【請求項３】
　前記バッファ層が前記陽極側に設けられ、前記有機発光層が前記陰極側に設けられてい
ることを特徴とする請求項２に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項４】
　バッファ層が少なくとも２種類の無機物の積層体であることを特徴とする請求項１から
３いずれかに記載の有機ＥＬ素子。
【請求項５】
　前記積層体が、前記陽極側に設けられた正孔輸送層と、前記有機発光層側に設けられた
正孔注入機能または電子ブロック機能の少なくとも一方を有する機能層とを含むことを特
徴とする請求項４に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項６】
前記機能層が電子ブロック機能を有し、且つ、前記電子ブロック機能を有する機能層の電
子親和力値の絶対値が有機発光層の電子親和力の絶対値よりも小さいことを特徴とする請
求項５に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項７】
前記機能層が正孔注入機能を有し、且つ、前記正孔注入機能を有する機能層の仕事関数の
絶対値が有機発光層の仕事関数の絶対値よりも大きいことを特徴とする請求項５に記載の
有機ＥＬ素子。
【請求項８】
正孔輸送層または機能層の少なくとも一方が遷移金属の酸化物を含むことを特徴とする請
求項５に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項９】
正孔輸送層または機能層の少なくとも一方が遷移金属の窒化物を含むことを特徴とする請
求項５に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項１０】
正孔輸送層または機能層の少なくとも一方が遷移金属の酸窒化物を含むことを特徴とする
請求項５に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項１１】
正孔輸送層または機能層の少なくとも一方がＩＩＩ－Ｖ族元素のＰ型化合物半導体を含む
ことを特徴とする請求項５に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項１２】
機能層が、少なくとも酸化モリブデン、酸化ニッケル、酸化タングステンのいずれか一種
の化合物を含むことを特徴とする請求項５に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項１３】
　積層体が陽極側に配置された正孔輸送層と有機発光層側に配置された電子ブロック層か
らなることを特徴とする請求項４に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項１４】
　電子ブロック層の電子親和力値の絶対値が有機発光層の電子親和力の絶対値よりも小さ
い事を特徴とする請求項１３に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項１５】
　正孔輸送層および電子ブロック層が遷移金属の酸化物を含むことを特徴とする請求項１
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３に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項１６】
　正孔輸送層および電子ブロック層が遷移金属の窒化物を含むことを特徴とする請求項１
３に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項１７】
　正孔輸送層および電子ブロック層が遷移金属の酸窒化物を含むことを特徴とする請求項
１３に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項１８】
　正孔輸送層および電子ブロック層がＩＩＩ－Ｖ族元素のＰ型化合物半導体を含むことを
特徴とする請求項１３に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項１９】
正孔輸送層が、少なくとも酸化モリブデン、酸化バナジウム、砒素化ガリウム、炭化珪素
のいずれか一種を含むことを特徴とする請求項５または１３に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項２０】
　有機発光層が湿式法により形成されたことを特徴とする請求項１から１９いずれかに記
載の有機ＥＬ素子。
【請求項２１】
前記陽極または前記陰極の少なくとも一方が画素電極であることを特徴とする請求項２に
記載の有機ＥＬ素子。
【請求項２２】
　請求項１から２１いずれかに記載の有機ＥＬ素子を表示素子として備えたことを特徴と
する表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機ＥＬ素子およびそれを備えた表示装置に関し、特に有機発光媒体層が高分
子化合物および無機化合物の積層構造からなる有機ＥＬ素子およびそれを備えた表示装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ素子は導電性の有機発光媒体層に電圧を印加することにより、陰極より注入さ
れた電子と陽極からの正孔を再結合させ、この再結合の際に有機発光層を構成する有機発
光材料を発光させるものである。有機発光層へ電圧を印加すると共に光を外部へ取り出す
ために、前記有機発光媒体層の両側には第一電極と第二電極を設けて構成される。この素
子は透光性基板上に、第一電極、有機発光媒体層、第二電極を順次積層して構成され、基
板上に形成される第一電極は陽極、有機発光媒体層上に形成される第二電極は陰極として
利用されることが通常である。
【０００３】
　有機発光媒体層の例としては，正孔注入層に銅フタロシアニン、正孔輸送層にＮ，Ｎ’
―ジ（１－ナフチル）―Ｎ，Ｎ’―ジフェニル－１，１’―ビフェニルー４，４’―ジア
ミン、発光体層にトリス（８―キノリノール）アルミニウムをそれぞれ用いたものが挙げ
られる。
更に発光効率を増大するなどの目的から、陽極と有機発光層の間に正孔輸送層、正孔注入
層、又は有機発光層と陰極の間に電子輸送層、電子注入層が適宜選択して設けられ、有機
ＥＬ素子として構成されることが多い。そして、有機発光層と正孔輸送層、正孔注入層、
電子輸送層、電子注入層を合わせて有機発光媒体層と呼ばれている。
これら有機発光媒体層を構成し機能する物質（発光媒体材料）はいずれも低分子の化合物
であり、各層は１～１００ｎｍ程度の厚みで抵抗加熱方式などの真空蒸着法などによって
積層される。
【０００４】
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これに対し、有機発光媒体層として高分子材料を用いた高分子ＥＬ素子がある。発光体層
としては、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリビニルカルバゾールなどの高
分子中に低分子の発光色素を溶解させたものや、ポリフェニレンビニレン誘導体（ＰＰＶ
）、ポリアルキルフルオレン誘導体（ＰＡＦ）等の高分子発光体が用いられる。これら高
分子材料は、溶剤に溶解または分散することで塗布法や印刷法と言った湿式法により成膜
することができるため、前述の低分子材料を用いた有機ＥＬ素子と比較して、大気圧下で
の成膜が可能であり設備コストが安い、という利点がある。
【０００５】
　高分子有機ＥＬ素子においては、印加電圧を下げる為に正孔輸送層が設けられることが
一般的である。代表的な例としては水中にドナー性分子とアクセプタ性分子の会合体が分
散した高分子材料よりなるインキを用いて成膜され、優れた電荷注入特性を示すことが知
られている。しかしながら、高分子材料からなる正孔輸送層は、膜の抵抗が高いために高
電圧領域では膜に高負荷がかかり材料自身が劣化することで、輝度・電流密度が頭打ちに
なるといった問題がある。このように高分子材料からなる正孔輸送層を用いた素子は耐性
に問題があり、発光特性の劣化や、寿命の低下といった懸念点がある。
【０００６】
　また、遷移金属の酸化物や窒化物、酸窒化物やＰ型化合物半導体といった無機物を正孔
注入層として用いることが提案されている。この場合、特に高電圧、高輝度領域で高分子
材料を用いた場合より安定した特性を示しているが、高効率を得る為には正孔注入層と発
光層の間に高分子材料より成る電子ブロック層が必須である。（特許文献１）
【０００７】
　ここで、上述の正孔輸送層や正孔注入層、電子ブロック層のような、電極と有機発光層
の間にあって、特性を向上させるための層はバッファ層と呼ばれている。
【０００８】
そして、上述の電子ブロック層は印加電圧の上昇を防ぐ為に有機発光媒体層よりも薄い膜
厚で設けることが一般的であり、特にピクセル毎に画素が区切られた表示装置を作製する
際には、高分子材料を用いた場合画素内外の膜均一性を得る為の技術課題は多い。
【０００９】
以下に公知の文献を記す。
【特許文献１】特開２００６－１１４７５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、膜厚ムラのない均一なバッファ層を得
、さらには、耐性の良い安定性の高いバッファ層を用いることで信頼性の高い高分子有機
ＥＬ素子を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の請求項１に係わる発明は、透明電極と対向電極の間に少なくともバッファ層と
高分子化合物よりなる有機発光層を含む有機発光媒体層を備えた有機ＥＬ素子において、
バッファ層が少なくとも２種類の無機物からなることを特徴とする有機ＥＬ素子としたも
のである。
【００１２】
　電極と有機発光層の間に少なくとも２種類の無機物からなるバッファ層を設けることで
、有機物よりなるバッファ層を用いた場合と比較して、熱安定性や耐性に優れたより安定
した有機ＥＬ素子を得ることが出来る。また、少なくとも２種類の無機物を用いることで
キャリア輸送機能や注入機能およびキャリアブロック機能を制御し易くなり、より高効率
な有機ＥＬ素子を得ることが出来る。
【００１３】
本発明の請求項２に係わる発明は、陽極と陰極との間に、少なくともバッファ層と高分子
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化合物を含有する有機発光層を含む有機発光媒体層を備えた有機ＥＬ素子において、バッ
ファ層が少なくとも２種類の無機物からなることを特徴とする有機ＥＬ素子としたもので
ある。
【００１４】
　電極と有機発光層の間に少なくとも２種類の無機物からなるバッファ層を設けることで
、有機物よりなるバッファ層を用いた場合と比較して、熱安定性や耐性に優れたより安定
した有機ＥＬ素子を得ることが出来る。また、少なくとも２種類の無機物を用いることで
キャリア輸送機能や注入機能およびキャリアブロック機能を制御し易くなり、より高効率
な有機ＥＬ素子を得ることが出来る。
【００１５】
　本発明の請求項３に係わる発明は、前記バッファ層が前記陽極側に設けられ、前記有機
発光層が前記陰極側に設けられていることを特徴とする請求項２に記載の有機ＥＬ素子と
したものである。
【００１６】
バッファ層を陽極側に設けることで、陽極からの正孔注入が容易となる。
【００１７】
　本発明の請求項４に係わる発明は、バッファ層が少なくとも２種類の無機物の積層体で
あることを特徴とする請求項１から３いずれかに記載の有機ＥＬ素子としたものである。
【００１８】
　少なくとも２種類の無機物よりなるバッファ層を無機物の積層体とすることで、キャリ
ア輸送機能や注入機能およびキャリアブロック機能を膜厚調整や材料の適切な選択により
、簡易に調整することが出来る。
【００１９】
　本発明の請求項５に係わる発明は、前記積層体が、前記陽極側に設けられた正孔輸送層
と、前記有機発光層側に設けられた正孔注入機能または電子ブロック機能の少なくとも一
方を有する機能層とを含むことを特徴とする請求項４に記載の有機ＥＬ素子としたもので
ある。
【００２０】
　バッファ層を構成する層のうちの一方を正孔輸送層とし、その上へ積層する機能層が正
孔注入機能を有することで有機発光層への正孔注入を容易にし、駆動電圧の低減が可能に
なる。また、機能層が電子ブロック機能を有することで有機発光層内でのホールと電子の
再結合を容易にし、発光効率の向上を得ることができる。
【００２１】
　本発明の請求項６に係わる発明は、前記機能層が電子ブロック機能を有し、且つ、前記
電子ブロック機能を有する機能層の電子親和力値の絶対値が有機発光層の電子親和力の絶
対値よりも小さいことを特徴とする請求項５に記載の有機ＥＬ素子としたものである。
【００２２】
機能層の電子親和力値の絶対値が有機発光層の電子親和力の絶対値よりも小さく設ける事
で、適切な電子ブロック能を得ることが可能になり、より高効率な有機ＥＬ素子を得るこ
とが出来る。
【００２３】
本発明の請求項７に関わる発明は、前記機能層が正孔注入機能を有し、且つ、前記正孔注
入機能を有する機能層の仕事関数の絶対値が有機発光層の仕事関数の絶対値よりも大きい
ことを特徴とする請求項５に記載の有機ＥＬ素子としたものである。
【００２４】
　機能層の仕事関数値の絶対値が有機発光層の仕事関数値の絶対値よりも大きく設けるこ
とで、正孔輸送および注入の際の障壁が小さくなり、有機ＥＬ素子の駆動電圧の低減が可
能である
【００２５】
　本発明の請求項８に係わる発明は、正孔輸送層または機能層の少なくとも一方が遷移金
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属の酸化物を含むことを特徴とする請求項５に記載の有機ＥＬ素子としたものである。
【００２６】
正孔輸送層または機能層の少なくとも一方へ遷移金属の酸化物を用いることで複数の電位
レベルを取ることが出来て、正孔輸送および注入が容易になり駆動電圧の低減が可能にな
る。また、金属の価数を調整することで機能層若しくは正孔注入層の電位レベルを調整す
ることが可能である。
【００２７】
　本発明の請求項９に係わる発明は、正孔輸送層または機能層の少なくとも一方が遷移金
属の窒化物を含むことを特徴とする請求項５に記載の有機ＥＬ素子としたものである。
【００２８】
正孔輸送層または機能層の少なくとも一方へ堅牢な遷移金属の窒化物を用いることでより
安定性の高い有機ＥＬ素子を得ることが出来る。
【００２９】
　本発明の請求項１０に係わる発明は、正孔輸送層または機能層の少なくとも一方が遷移
金属の酸窒化物を含むことを特徴とする請求項５に記載の有機ＥＬ素子としたものである
。
【００３０】
正孔輸送層または機能層の少なくとも一方へ遷移金属の酸窒化物を用いることでより安定
性の高い有機ＥＬ素子を得ることが出来る。また、金属の価数を調整することで正孔輸送
層または機能層の電位レベルを調整することが可能である。
【００３１】
　本発明の請求項１１に係わる発明は、正孔輸送層または機能層の少なくとも一方がＩＩ
Ｉ－Ｖ族元素のＰ型化合物半導体を含むことを特徴とする請求項５に記載の有機ＥＬ素子
としたものである。
【００３２】
　正孔輸送層または機能層の少なくとも一方へ適切なＩＩＩ－Ｖ族元素のＰ型化合物半導
体を選択することで、通電や温度による電気的特性も変化が少なく、電極材料との電気化
学的反応もなく、更に透光性にも優れた正孔輸送層および電子ブロック層若しくは正孔注
入層を得ることができる。
【００３３】
　本発明の請求項１２に係わる発明は、機能層が、少なくとも酸化モリブデン、酸化ニッ
ケル、酸化タングステンのいずれか一種の化合物を含むことを特徴とする請求項５に記載
の有機ＥＬ素子である。
【００３４】
機能層が、少なくとも酸化モリブデン、酸化ニッケル、酸化タングステンのいずれか一種
の化合物を含むことで、安定で正孔注入機能若しくは電子ブロック機能に優れた機能層を
得ることができる。
【００３５】
　本発明の請求項１３に係わる発明は、積層体が陽極側に配置された正孔輸送層と有機発
光層側に配置された電子ブロック層からなることを特徴とする請求項４に記載の有機ＥＬ
素子としたものである。
【００３６】
　バッファ層を構成する層のうちの一方を正孔輸送層とし、その上へ積層する機能層を電
子ブロック層とすることで有機発光層内での正孔と電子の再結合を容易にし、発光効率の
向上を得ることができる。
【００３７】
　本発明の請求項１４に係わる発明は、電子ブロック層の電子親和力値の絶対値が有機発
光層の電子親和力の絶対値よりも小さい事を特徴とする請求項１３に記載の有機ＥＬ素子
としたものである。
【００３８】
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電子ブロック層の電子親和力値の絶対値が有機発光層の電子親和力の絶対値よりも小さく
設ける事で、適切な電子ブロック能を得ることが可能になり、より高効率な有機ＥＬ素子
を得ることが出来る。
【００３９】
　本発明の請求項１５に係わる発明は、正孔輸送層および電子ブロック層が遷移金属の酸
化物を含むことを特徴とする請求項１３に記載の有機ＥＬ素子としたものである。
【００４０】
正孔輸送層および電子ブロック層へ遷移金属の酸化物を用いることで複数の電位レベルを
取ることが出来て、正孔輸送および注入が容易になり駆動電圧の低減が可能になる。また
、金属の価数を調整することで機能層若しくは正孔注入層の電位レベルを調整することが
可能である。
【００４１】
　本発明の請求項１６に係わる発明は、正孔輸送層および電子ブロック層が遷移金属の窒
化物を含むことを特徴とする請求項１３に記載の有機ＥＬ素子としたものである。
【００４２】
正孔輸送層および電子ブロック層へ堅牢な遷移金属の窒化物を用いることでより安定性の
高い有機ＥＬ素子を得ることが出来る。
【００４３】
　本発明の請求項１７に係わる発明は、正孔輸送層および電子ブロック層が遷移金属の酸
窒化物を含むことを特徴とする請求項１３に記載の有機ＥＬ素子としたものである。
【００４４】
正孔輸送層および電子ブロック層へ遷移金属の酸窒化物を用いることでより安定性の高い
有機ＥＬ素子を得ることが出来る。また、金属の価数を調整することで正孔輸送層および
電子ブロック層の電位レベルを調整することが可能である。
【００４５】
本発明の請求項１８に係わる発明は、正孔輸送層および電子ブロック層がＩＩＩ－Ｖ族元
素のＰ型化合物半導体を含むことを特徴とする請求項１３に記載の有機ＥＬ素子としたも
のである。
【００４６】
　正孔輸送層および電子ブロック層へ適切なＩＩＩ－Ｖ族元素のＰ型化合物半導体を選択
することで、通電や温度による電気的特性も変化が少なく、電極材料との電気化学的反応
もなく、更に透光性にも優れた正孔輸送層および電子ブロック層を得ることができる。
【００４７】
本発明の請求項１９に係わる発明は、正孔輸送層が、少なくとも酸化モリブデン、酸化バ
ナジウム、砒素化ガリウム、炭化珪素のいずれか一種を含むことを特徴とする請求項５ま
たは１３に記載の有機ＥＬ素子としたものである。
【００４８】
正孔輸送層が、少なくとも酸化モリブデン、酸化バナジウム、砒素化ガリウム、炭化珪素
のいずれか一種を含むことで、キャリア輸送性や透過性に優れた正孔輸送層を得ることが
できる。
【００４９】
　本発明の請求項２０に係わる発明は、有機発光層が湿式法により形成されたことを特徴
とする請求項１から１９いずれかに記載の有機ＥＬ素子としたものである。
【００５０】
　有機発光層を湿式法により形成することで、有機発光層成膜時のコスト低減が可能にな
る。また、ドライプロセスで成膜される無機層と電極間に湿式法で成膜される有機発光層
を設けることで、無機層や電極由来の突起や欠陥を被覆し短絡の低減が可能になる。
【００５１】
本発明の請求項２１に係わる発明は、前記陽極または前記陰極の少なくとも一方が画素電
極であることを特徴とする請求項２に記載の有機ＥＬ素子である。
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【００５２】
電極の一方を画素電極とすることで、アクティブマトリクス駆動型の有機ＥＬ素子を得る
ことができる。
【００５３】
　本発明の請求項２２に係わる発明は、請求項１から２１いずれかに記載の有機ＥＬ素子
を表示素子として備えたことを特徴とする表示装置としたものである。
【００５４】
　請求項１から２１に記載の有機ＥＬ素子を表示素子として備えることで、より高効率で
安定性もよく、かつ良好な表示特性を有する表示装置を得ることができる。
 
【発明の効果】
【００５５】
　本発明は上記のような構成であるので、ウェットプロセスでは懸念される膜厚ムラのな
い均一なバッファ層を得ることが出来る。
【００５６】
また、本発明は上記のような構成であるので、バッファ層を高分子材料でウェットプロセ
スを用い成膜後、さらに有機発光層を積層した場合に懸念される膜間での溶出や層同士の
混ざり合いが生じず、膜厚ムラのない均一なバッファ層を得ることが出来る。
【００５７】
さらには、耐性の良い安定性の高い無機物よりなるバッファ層を用いることで信頼性の高
い高分子有機ＥＬ素子を得ることができる。
【００５８】
　また、バッファ層を無機物よりなる正孔輸送層と機能層の積層構造とすることで、画素
毎に塗り分ける必要がない正孔輸送層および機能層のドライプロセスによる一括製膜が可
能になり、工程数やコストの大幅な削減が可能になる。
【００５９】
　また、バッファ層を無機物よりなる正孔輸送層と電子ブロック層の積層構造とすること
で、画素毎に塗り分ける必要がない正孔輸送層および電子ブロック層のドライプロセスに
よる一括製膜が可能になり、工程数やコストの大幅な削減が可能になる。
【００６０】
また、ドライプロセスで成膜される無機層と電極との間に湿式法で成膜される有機発光層
を設けることで、短絡の低減が可能になりより高性能な有機ＥＬ素子を得ることが出来る
。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００６１】
以下、本発明の実施の形態を、図面を用いて説明する。なお、以下の実施形態の説明にお
いて参照する図面は、本発明の構成を説明するためのものであり、図示される各部の大き
さや厚さ、寸法等は、実際のものとは異なる。また、本発明はこれらに限定されるもので
はない。
【００６２】
　以下本発明による有機ＥＬ素子の一例を図１に基づいて説明する。
【００６３】
　本発明における透光性基板１０１（図１）としては、透光性があり、ある程度の強度が
ある基材なら制限はないが、具体的にはガラス基板やプラスチック製のフィルムまたはシ
ートを用いることができる。０．２～１ｍｍの薄いガラス基板を用いれば、バリア性が非
常に高い薄型の有機ＥＬ素子を作製することができる。
【００６４】
　透明導電層１０２としては、透明または半透明の電極を形成することのできる導電性物
質なら特に制限はない。具体的にはインジウムと錫の複合酸化物（以下ＩＴＯという）を
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好ましく用いることができる。前記透光性基板１０１上に蒸着またはスパッタリング法に
より製膜することができる。また、オクチル酸インジウムやアセトンインジウムなどの前
駆体を基材上に塗布後、熱分解により酸化物を形成する塗布熱分解法等により形成するこ
ともできる。あるいは、アルミニウム、金、銀等の金属が半透明状に蒸着されたものを用
いることができる。あるいはポリアニリン等の有機半導体も用いることができる。
【００６５】
　上記、透明導電層１０２は、必要に応じてエッチングによりパターニングを行ったり、
ＵＶ処理、プラズマ処理などにより表面の活性化を行ってもよい。
【００６６】
　マトリクス表示可能なディスプレイとして有機ＥＬ素子を製造する際には、透明導電層
をストライプ状に形成し、有機発光媒体層を挟んで形成される対向電極を透明電極と直交
するストライプ状に形成することで、各交点が発光する方式のパッシブマトリクス表示と
することができる。また、基板１０１に各画素に対応する薄膜トランジスタを形成し、こ
れと導通するように各画素に対応する対向電極を各々設けアクティブマトリクス表示とす
ることもできる。
【００６７】
　透明導電層１０２をエッチングによりパターン状に形成した場合、透明電極パターン端
部の凹凸が大きく、上方に積層する有機発光媒体層では覆いきれない場合、透明電極と対
向電極間で短絡が発生することが懸念される。そのため透明電極の端部は絶縁性の樹脂な
どで被覆することが好ましい。透明電極端部の被覆には、例えばポリイミド、アクリル、
ポリウレタンなどの樹脂の組成物に感光性を持たせ、これを塗布、マスク露光、現像する
ことで行うことが出来る。
【００６８】
　また、透明電極の端部を覆う絶縁性の樹脂（絶縁性隔壁１０５とする）の高さを一定以
上、例えば０．５μｍ以上１．５μｍ以下とすると、隣接する透明電極パターン同士に形
成される有機発光媒体層が異なる場合に、画素同士の混色を防ぐ役割を果たす。
【００６９】
　本発明における有機ＥＬ素子の有機発光媒体層１０３は、バッファ層１０３ａおよび有
機発光層１０３ｂの２層構造（図１）に限らず、これにさらに電子輸送層や絶縁層を設け
た構造であっても本発明の効果を得ることが出来る。各層の厚みは任意であるが好ましく
は０．１ｎｍ～２００ｎｍ、有機発光媒体層の総膜厚としては５０ｎｍ～５００ｎｍであ
ることが好ましい。
【００７０】
　バッファ層１０３ａとしては少なくとも２種類の無機物からなる正孔輸送層１０３ａ１
と、電子ブロック層１０３ａ２の積層構造が用いられる。
【００７１】
　無機物よりなる正孔輸送層１０３ａ１としては遷移金属の酸化物、窒化物、酸窒化物若
しくはＰ型化合物半導体などを用いることができる。正孔輸送層１０３ａ１の膜厚は任意
であるが好ましくは０．１ｎｍ～２００ｎｍであり、また０．１～７０ｎｍであることが
駆動電圧の上昇を防ぐことができる為より好ましい。また、絶縁性の高い材料である場合
は膜厚は０．１～１０ｎｍの範囲で成膜することで、良好な正孔輸送性が得られる。さら
にバンドギャップが３．０ｅＶ以上であるあれば、可視光領域でほぼ透明であるため、よ
り色度、輝度、発光効率に優れたＥＬ特性を得ることが出来る。
【００７２】
　ここで用いられる遷移金属酸化物としてはクロム（Ｃｒ）、タングステン（Ｗ）、バナ
ジウム（Ｖ）、ニオブ（Ｎｂ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ
）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、スカンジウム（Ｓｃ）、イットリウム
（Ｙ）、マンガン（Ｍｎ）、鉄（Ｆｅ）、ルテニウム（Ｒｕ）、オスミウム（Ｏｓ）、コ
バルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、亜鉛（Ｚｎ）、カドミウム（Ｃｄ）な
どの酸化物を挙げることができる。遷移金属の化合物は複数の酸化数をとるため、これに
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より複数の電位レベルを取ることが出来て、正孔注入が容易になり駆動電圧の低減が可能
になる。成膜は主に真空蒸着法やスパッタリング法によって成膜することができる。
【００７３】
　また、窒化物には非常に多くの種類があり、その多くが機能材料として活用されている
。主にスパッタリングやＣＶＤ法によって成膜を行うことができる。半導体として用いら
れるものから、非常に絶縁性の高いものまでさまざまな化合物が知られているが、種々の
実験の結果、絶縁性の高い化合物については成膜の際にその膜厚をおおむね５ｎｍ付近以
下にすることでキャリア注入が可能になることがわかった。具体的な化合物として以下の
ものを挙げることができ、好ましくは窒化チタン（ＴｉＮ）である。ＴｉＮは非常に堅牢
な材料として知られており、熱に対して安定である。
【００７４】
　この他、窒化マグネシウム（ＭｇＮ）、窒化モリブデン（ＭｏＮ）、窒化ニオブ（Ｎｂ
Ｎ）、窒化タンタル（ＴａＮ）、窒化バナジウム（ＢａＮ）、窒化亜鉛（ＺｎＮ）、窒化
ジルコニウム（ＺｒＮ）、窒化鉄（ＦｅＮ）、窒化銅（ＣｕＮ）、窒化クロム（ＣｒＮ）
、窒化イットリウム（ＹＮ）、窒化チタン（ＴｉＮ）、およびこれらの複合窒化物等も適
用可能である。
【００７５】
　更に、本発明の有機エレクトロルミネッセント素子は、正孔輸送層がＩＩＩ－Ｖ族元素
のＰ型化合物半導体より成るものを含む。特にケイ素（Ｓｉ）の炭化物ＳｉＣは大面積成
膜も容易であり、ドーピングにより正孔輸送性を制御することも簡単である。また、通電
や温度による電気的特性も変化が少なく、電極材料との電気化学的反応もない。更に透光
性にも優れている。また、ガリウム（Ｇａ）のヒ素化合物ＧａＡｓは陽極に用いられるＩ
ＴＯと近い仕事関数を有することから、正孔輸送層として適用可能である。この場合は真
空蒸着法などによって製膜できる。この他にも陽極材料と近い仕事関数値を有し、かつ電
子親和力値が発光層のそれを下回るものであれば何れのＩＩＩ－Ｖ族元素化合物半導体を
用いても良い。成膜は主に真空蒸着法やスパッタリング法によって成膜することができる
。
【００７６】
　無機物よりなる電子ブロック層１０３ａ２としては遷移金属の酸化物、窒化物、酸窒化
物やＩＩＩ、ＩＶ、Ｖ族元素のＰ型化合物半導体などを用いることが出来る。電子ブロッ
ク層１０３ａ２の膜厚は任意であるが好ましくは０．１ｎｍ～２００ｎｍであり、また０
．１～７０ｎｍであることが駆動電圧の上昇を防ぐことができる為より好ましい。また、
絶縁性の高い材料である場合は膜厚は０．１～１０ｎｍの範囲で成膜することで、発光層
への正孔注入を妨げることなく良好なＥＬ特性が得られる。さらにバンドギャップが３．
０ｅＶ以上であるあれば、可視光領域でほぼ透明であるためより色度、輝度、発光効率に
優れたＥＬ特性を得ることが出来る。
【００７７】
　無機物よりなる電子ブロック層１０３ａ２に用いる材料としては前に挙げた正孔輸送層
１０３ａ１と同様の材料を用いることが出来る。この際、電子ブロック層は発光層へ注入
された電子が正孔輸送側に抜けることを防ぐ必要がある為、電子ブロック層の電子親和力
値が発光層の電子親和力値よりも小さな値を有する、若しくは電子輸送性の低い材料であ
る必要がある。また、電子ブロック層の仕事関数値が正孔輸送層および発光層のそれに近
い値を有するものであれば、発光層への正孔注入を妨げることなく良好な有機ＥＬ特性を
得ることが出来る。
【００７８】
　例えば、ＮｉＯの仕事関数値／電子親和力値は５．４　ｅＶ／１．９　ｅＶと正孔注入
能、電子ブロック能の何れにも優れた材料であり、電子ブロック層として適した材料であ
る。このほかには先にあげたＳｉＣを電子ブロック層として用いても良い。
【００７９】
　バッファ層を無機物よりなる正孔輸送層と電子ブロック層の積層構造とすることで、画
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素毎に塗り分ける必要がない正孔輸送層および電子ブロック層のドライプロセスによる一
括製膜が可能になり、工程数やコストの大幅な削減が可能になる。また、ウェットプロセ
スでは懸念される膜厚ムラのない均一なバッファ層を得ることが出来る。さらには、安定
性の高い無機物よりなるバッファ層を用いることで信頼性の高い高分子有機ＥＬ素子を得
ることができる。
【００８０】
　有機発光層１０３ｂに用いる発光体としては、一般に有機発光材料として用いられてい
るものであれば良く、クマリン系、ペリレン系、ピラン系、アンスロン系、ポルフィレン
系、キナクリドン系、Ｎ，Ｎ’―ジアルキル置換キナクリドン系、ナフタルイミド系、Ｎ
，Ｎ’―ジアリール置換ピロロピロール系等の発光性色素をポリスチレン、ポリメチルメ
タクリレート、ポリビニルカルバゾール等の高分子中に溶解させたものや、ＰＰＶ系やＰ
ＡＦ系、ポリパラフェニレン系等の高分子発光体を用いることができる。
【００８１】
　これら有機発光層はトルエン、キシレン、アセトン、アニソール、メチルアニソール、
ジメチルアニソール、メシチレン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シク
ロヘキサノン、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、酢酸エチル、酢酸ブ
チル、水等の単独または混合溶媒に溶解または分散させて有機発光塗布液とし、湿式法に
より成膜できる。特にトルエン、キシレン、アニソール、メチルアニソール、ジメチルア
ニソール、安息香酸エチル、安息香酸メチル、メシチレン等の芳香族系溶媒は高分子発光
材料の溶解性が良く、また大気圧中での沸点が１８０℃以下であることから扱いも容易で
あり、有機発光媒体層成膜後の溶媒除去の点で好ましい。また有機発光媒体層を形成する
塗布液は必要に応じて、界面活性剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、粘度調整剤等を添加し
ても良い。
【００８２】
　各画素部位に設けられる発光体層として同一の色彩に発光するものを配列することもで
きるが、この場合には、単一色の表示装置となる。カラー画面を表示する場合には、それ
ぞれの画素部位に、互いに異なる色彩に発光する発光体層をパターン状に配列する必要が
ある。一般に、光の三原色に相当する赤（Ｒ）、緑（Ｇ）及び青（Ｂ）である。また、そ
の補色に相当するイエロー（Ｙ）、シアン（Ｃ）及びマゼンタ（Ｍ）が利用されることも
ある。
【００８３】
　印刷法により有機発光層を成膜する際には、凸版印刷法、凹版印刷法、スクリーン印刷
法、グラビア印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法などの印刷法により塗布できる
が、特に凸版印刷法は塗布液の粘度領域に適している点、基材を傷つけることなく印刷可
能である点、材料の利用効率が良い点から特に有機ＥＬ素子作製に適している。
【００８４】
　湿式法による成膜工程の後には乾燥工程が必要である。乾燥方法としては、発光特性に
支障が出ない程度に溶媒を除くことが出来ればよく、加熱や減圧による方法を選択するこ
とが出来る。有機発光媒体層の熱による劣化を考慮すると、加熱は各材料のＴｇ以下であ
ることが好ましく、減圧状態を併用する溶媒除去がより好ましい。
【００８５】
　正孔ブロック層および電子輸送層に用いる正孔ブロック材料および電子輸送材料として
は、一般に電子輸送材料として用いられているものであれば良く、トリアゾール系、オキ
サゾール系、オキサジアゾール系、シロール系、ボロン系等の低分子系材料を用いて真空
蒸着法による成膜が可能である。また、これらの電子輸送性材料およびこれら電子輸送材
料をポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリビニルカルバゾール等の高分子中に
溶解させトルエン、キシレン、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン
、シクロヘキサノン、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、酢酸エチル、
酢酸ブチル、水等の単独または混合溶媒に溶解または分散させて電子輸送塗布液とし、印
刷法により成膜出来る。
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【００８６】
　電子注入層に用いる電子注入材料としては前述の電子輸送層に用いられるのと同様な材
料の他に、フッ化リチウムや酸化リチウム等のアルカリ金属やアルカリ土類金属の塩や酸
化物等をもちいて真空蒸着による成膜が可能である。また、これらの電子輸送性材料およ
びこれら電子輸送材料をポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリビニルカルバゾ
ール等の高分子中に溶解させトルエン、キシレン、アセトン、メチルエチルケトン、メチ
ルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコ
ール、酢酸エチル、酢酸ブチル、水等の単独または混合溶媒に溶解または分散させて電子
輸送塗布液とし、印刷法により成膜出来る。
【００８７】
　印刷法にこれらの層を成膜する際には、有機発光層と同様に凸版印刷法、凹版印刷法、
スクリーン印刷法、グラビア印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法などの印刷法に
より塗布できるが、特に凸版印刷法は塗布液の粘度領域に適している点、基材を傷つける
ことなく印刷可能である点、材料の利用効率が良い点から特に有機ＥＬ素子作製に適して
いる。
【００８８】
　対向電極である陰極１０４としてはＭｇ，Ａｌ，Ｙｂ等の金属単体を用いたり、電子注
入効率と安定性を両立させるため、仕事関数の低い金属と安定な金属との合金系、例えば
ＭｇＡｇ，ＡｌＬｉ，ＣｕＬｉ等の合金が使用できる。陰極の形成方法は材料に応じて、
抵抗加熱蒸着法、電子ビーム法、スパッタリング法を用いることができる。陰極の厚さは
、１０ｎｍ―１０００ｎｍ程度が望ましい。
【００８９】
　最後にこれら有機ＥＬ積層体を、外部の酸素や水分から保護する為に、ガラスキャップ
と接着剤を用いて密閉封止し、有機ＥＬ素子を得ることができる。また透光性基板が可と
う性を有する場合は封止剤と可とう性フィルムを用いて密閉封止を行う。
【００９０】
図１においては、透光性基板１０１上に陽極としての電極から積層されているが、陰極と
しての電極からの積層も適宜可能である。
【００９１】
また、図１においては、透光性基板１０１上に透明導電層１０２を設け、透光性基板側が
表示側であるが、透光性基板１０１側と反対側の電極を透明電極とし、反対側からの表示
も適宜可能である。この場合、図１の透光性基板１０１は透光性でなくてもよく、また、
透明導電層１０２は透明でなくてもよい。
【００９２】
　以下、本発明による有機ＥＬ素子およびそれを備えた表示装置の別の例を図３に基づい
て説明する。
【００９３】
図３の本発明の実施の形態に係る有機ＥＬ素子を備えた表示装置１００は、薄膜トランジ
スタ（以下、単に「ＴＦＴ」という場合がある。）を備えた基板５と、画素毎に設けられ
た画素電極１３と、画素毎に区画するために形成された隔壁１４と、画素電極１３の上方
に形成された正孔輸送層３ａ及び機能層３ｂからなるバッファ層３と、バッファ層３上に
形成された有機発光層１５と、有機発光層１５上に形成された対向電極２とを備えている
アクティブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置である。
【００９４】
図３の表示装置１００においては、正孔輸送層３ａおよび機能層３ｂからなるバッファ層
３ならびに有機発光層１５が有機発光媒体層１６である。
【００９５】
図４は、図３の概略上面図であり、表示領域１、画素電極１３、有機発光媒体層１６、対
向電極２が示されている。
【００９６】
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［基板５］
図３に示すように、本発明の実施の形態に係るアクティブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示
装置１００に用いる基板（バックプレーン）５には、ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）と画素
電極１３が設けられており、かつ、ＴＦＴと画素電極１３とが電気的に接続されている。
【００９７】
ＴＦＴや、ＴＦＴの上方に構成される有機ＥＬ素子は基板５で支持される。基板５として
は機械的強度、絶縁性を有し寸法安定性に優れた基板５であれば如何なる材料も使用する
ことができる。
【００９８】
基板５の材料は例えば、ガラスや石英、ポリプロピレン、ポリエーテルサルフォン、ポリ
カーボネート、シクロオレフィンポリマー、ポリアリレート、ポリアミド、ポリメチルメ
タクリレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のプラスチッ
クフィルムやシート、または、これらプラスチックフィルムやシートに酸化珪素、酸化ア
ルミニウム等の金属酸化物や、弗化アルミニウム、弗化マグネシウム等の金属弗化物、窒
化珪素、窒化アルミニウムなどの金属窒化物、酸窒化珪素などの金属酸窒化物、アクリル
樹脂やエポキシ樹脂、シリコーン樹脂、ポリエステル樹脂などの高分子樹脂膜を単層もし
くは積層させた透光性基材や、アルミニウムやステンレスなどの金属箔、シート、板、プ
ラスチックフィルムやシートにアルミニウム、銅、ニッケル、ステンレスなどの金属膜を
積層させた非透光性基材などを用いることができるが本発明ではこれらに限定されるわけ
ではない。
【００９９】
表示装置１００の光取出しをどちらの面から行うかに応じて基板５の透光性を選択すれば
よい。これらの材料からなる基板５は、表示装置１００内への水分の浸入を避けるために
、無機膜を形成したり、フッ素樹脂を塗布したりして、防湿処理や疎水性処理を施してあ
ることが好ましい。特に、有機発光媒体層１６（後述する）への水分の浸入を避けるため
に、基板５における含水率及びガス透過係数を小さくすることが好ましい。
【０１００】
本発明の実施の形態に係る基板５上に設ける薄膜トランジスタは、公知の薄膜トランジス
タを用いることができる。具体的には、主として、ソース／ドレイン領域１０、１２及び
チャネル領域が形成される活性層６、ゲート絶縁膜７及びゲート電極８から構成される薄
膜トランジスタが挙げられる。薄膜トランジスタの構造としては、特に限定されるもので
はなく、例えば、スタガ型、逆スタガ型、トップゲート型、コプレーナ型等が挙げられる
。
【０１０１】
活性層６は、特に限定されるものではなく、例えば、非晶質シリコン、多結晶シリコン、
微結晶シリコン、セレン化カドミウム、金属酸化物等の無機半導体材料又はチオフェン、
オリゴマー、ポリ（ｐ－フェリレンビニレン）等の有機半導体材料により形成することが
できる。
【０１０２】
活性層６は、例えば、アモルファスシリコンをプラズマＣＶＤ法により積層し、イオンド
ーピングする方法；ＳｉＨ４ガスを用いてＬＰＣＶＤ法（減圧化学気相成長法）によりア
モルファスシリコンを形成し、固相成長法によりアモルファスシリコンを結晶化してポリ
シリコンを得た後、イオン打ち込み法によりイオンドーピングする方法；Ｓｉ２Ｈ６ガス
を用いてＬＰＣＶＤ法により、また、ＳｉＨ４ガスを用いてＰＥＣＶＤ法（プラズマ化学
気相成長法）によりアモルファスシリコンを形成し、エキシマレーザ等のレーザによりア
ニールし、アモルファスシリコンを結晶化してポリシリコンを得た後、イオンドーピング
法によりイオンドーピングする方法（低温プロセス）；減圧ＣＶＤ法又はＬＰＣＶＤ法に
よりポリシリコンを積層し、１０００℃以上で熱酸化してゲート絶縁膜を形成し、その上
にｎ＋ポリシリコンのゲート電極８を形成し、その後、イオン打ち込み法によりイオンド
ーピングする方法（高温プロセス）等が挙げられる。
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【０１０３】
本発明の実施の形態に係るゲート絶縁膜７としては、通常、ゲート絶縁膜７として使用さ
れているものを用いることができ、例えば、ＰＥＣＶＤ法、ＬＰＣＶＤ法等により形成さ
れたＳｉＯ２；ポリシリコン膜を熱酸化して得られるＳｉＯ２等を用いることができる。
【０１０４】
本発明の実施の形態に係るゲート電極８としては、通常、ゲート電極８として使用されて
いるものを用いることができ、例えば、アルミニウム、銅等の金属；チタン、タンタル、
タングステン等の高融点金属；ポリシリコン；高融点金属のシリサイド；ポリサイド；等
が挙げられるが本発明ではこれらに限定されるわけではない。
【０１０５】
本発明の実施の形態に係る薄膜トランジスタは、シングルゲート構造、ダブルゲート構造
、ゲート電極が３つ以上のマルチゲート構造であってもよい。また、ＬＤＤ構造、オフセ
ット構造を有していてもよい。さらに、１つの画素中に２つ以上の薄膜トランジスタが配
置されていてもよい。
【０１０６】
本発明は薄膜トランジスタが表示装置１００のスイッチング素子として機能するように接
続される必要があり、薄膜トランジスタのドレイン電極１２と画素電極１３とが電気的に
接続されている。
【０１０７】
［画素電極１３］
図３に示すように、本発明の実施の形態に係る画素電極１３は、基板５上に成膜し、必要
に応じてパターニングをおこなう。画素電極１３は隔壁１４によって区画されてもよい。
【０１０８】
画素電極１３の材料としては、ＩＴＯ（インジウムスズ複合酸化物）やインジウム亜鉛複
合酸化物、亜鉛アルミニウム複合酸化物などの金属複合酸化物や、金、白金などの金属材
料や、これら金属酸化物や金属材料の微粒子をエポキシ樹脂やアクリル樹脂などに分散し
た微粒子分散膜を、単層もしくは積層したものをいずれも使用することができるが本発明
ではこれらに限定されるわけではない。
【０１０９】
画素電極１３を陽極とする場合にはＩＴＯなど仕事関数の高い材料を選択することが好ま
しい。下方（基板５側）から光を取り出す、いわゆるボトムエミッション構造の場合は透
光性のある材料を選択する必要がある。必要に応じて、画素電極１３の配線抵抗を低くす
るために、銅やアルミニウムなどの金属材料を補助電極として併設してもよい。
【０１１０】
ここで、上方（基板５側とは反対方向）から光を取り出す、いわゆるトップエミッション
構造の場合は、画素電極１３は、透光性のある材料を選択する必要はなく、対向電極２を
透光性のある材料とすればよい。また、画素電極を陰極とすることもできる。さらには、
基板５上に対向電極２から積層することもできる。
【０１１１】
画素電極１３の形成方法としては、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、
反応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法などの乾式成膜法や、グラビ
ア印刷法、スクリーン印刷法などの湿式成膜法などを用いることができるが本発明ではこ
れらに限定されるわけではない。
【０１１２】
画素電極１３のパターニング方法としては、材料や成膜方法に応じて、マスク蒸着法、フ
ォトリソグラフィ法、ウェットエッチング法、ドライエッチング法などの既存のパターニ
ング法を用いることができる。基板５としてＴＦＴを形成した物を用いる場合は下層の画
素に対応して導通を図ることができるように形成する。
【０１１３】
［隔壁１４］
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必要に応じ、隔壁１４を、各画素に対応した発光領域を区画するように形成することがで
きる。画素電極１３の端部を覆うように形成するのが好ましい（図３参照）。一般にアク
ティブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置１００は、各画素に対して画素電極１３が形成
され、それぞれの画素ができるだけ広い面積を占有しようとするため、画素電極１３の端
部を覆うように形成される隔壁１４の最も好ましい形状は各画素電極１３を最短距離で区
切る格子状を基本とする。
【０１１４】
隔壁１４の形成方法としては、従来と同様、基体（薄膜トランジスタ及び画素電極１３）
上に無機膜を一様に形成し、レジストでマスキングした後、ドライエッチングを行う方法
や、基体上に感光性樹脂を積層し、フォトリソグラフィ法により所定のパターンとする方
法が挙げられるが本発明ではこれらに限定されるわけではない。必要に応じて撥水剤を添
加したり、プラズマやＵＶを照射したりして形成後にインクに対する撥液性を付与するこ
ともできる。
【０１１５】
隔壁１４の好ましい高さは０．１μｍ以上１０μｍ以下であり、より好ましくは０．５μ
ｍ以上２μｍ以下程度である。１０μｍより高すぎると対向電極２の形成及び封止を妨げ
、０．１μｍより低すぎると画素電極１３の端部を覆い切れない、あるいは有機発光媒体
層１６形成時に隣接する画素とショートしたり混色したりしてしまうからである。
【０１１６】
［有機発光媒体層１６］
本発明の実施の形態に係る有機発光媒体層１６は、正孔輸送層３ａおよび機能層３ｂより
なるバッファ層３と有機発光層１５を備えている。また、さらに電子輸送層や絶縁層を設
けた構造であっても本発明の効果を得ることが出来る。各層の厚みは任意であるが好まし
くは０．１ｎｍ～２００ｎｍ、有機発光媒体層１６の総膜厚としては５０ｎｍ～５００ｎ
ｍであることが好ましい。
【０１１７】
隔壁１４形成後、バッファ層３を形成することができる。バッファ層３は少なくとも２種
類の無機物からなる。バッファ層は少なくとも２種類の無機物の積層体であってもよい。
無機物の積層体には、正孔輸送層３ａと、機能層３ｂの積層構造を用いることができる。
【０１１８】
　無機物よりなる正孔輸送層３ａとしては遷移金属の酸化物、窒化物、酸窒化物若しくは
Ｐ型化合物半導体などを用いることができる。正孔輸送層３ａの膜厚は任意であるが好ま
しくは０．１ｎｍ～２００ｎｍであり、また０．１～７０ｎｍであることが駆動電圧の上
昇を防ぐことができる為より好ましい。また、絶縁性の高い材料である場合は膜厚は０．
１～１０ｎｍの範囲で成膜することで、良好な正孔輸送性が得られる。さらにバンドギャ
ップが３．０ｅＶ以上であるあれば、可視光領域でほぼ透明であるため、より色度、輝度
、発光効率に優れたＥＬ特性を得ることが出来る。
【０１１９】
　ここで用いられる遷移金属酸化物としてはクロム（Ｃｒ）、タングステン（Ｗ）、バナ
ジウム（Ｖ）、ニオブ（Ｎｂ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ
）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、スカンジウム（Ｓｃ）、イットリウム
（Ｙ）、マンガン（Ｍｎ）、鉄（Ｆｅ）、ルテニウム（Ｒｕ）、オスミウム（Ｏｓ）、コ
バルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、亜鉛（Ｚｎ）、カドミウム（Ｃｄ）な
どの酸化物を挙げることができる。遷移金属の化合物は複数の酸化数をとるため、これに
より複数の電位レベルを取ることが出来て、正孔注入が容易になり駆動電圧の低減が可能
になる。成膜は主に真空蒸着法やスパッタリング法によって成膜することができる。
【０１２０】
　特に真空蒸着法で成膜される酸化モリブデンは加熱昇華して基板上に堆積する過程で還
元を受け、６価から３価の酸化数と複数の電位レベルをもつことから正孔輸送が容易にな
り、駆動電圧の低減が可能になる。最も価数の大きいＭｏＯ３の仕事関数／電子親和力値
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は５．４　ｅＶ／２．４　ｅＶと正孔注入層として適した材料である。このほかにもＶ２

Ｏ５やＷＯ３など陽極と有機発光層の間にある仕事関数値を有するものであれば何れの遷
移金属酸化物を用いても良い。
【０１２１】
　また、窒化物には非常に多くの種類があり、その多くが機能材料として活用されている
。主にスパッタリングやＣＶＤ法によって成膜を行うことができる。半導体として用いら
れるものから、非常に絶縁性の高いものまでさまざまな化合物が知られているが、種々の
実験の結果、絶縁性の高い化合物については成膜の際にその膜厚をおおむね５ｎｍ付近以
下にすることでキャリア注入が可能になることがわかった。具体的な化合物として以下の
ものを挙げることができ、好ましくは窒化チタン（ＴｉＮ）である。ＴｉＮは非常に堅牢
な材料として知られており、熱に対して安定である。
【０１２２】
　この他、窒化マグネシウム（ＭｇＮ）、窒化モリブデン（ＭｏＮ）、窒化ニオブ（Ｎｂ
Ｎ）、窒化タンタル（ＴａＮ）、窒化バナジウム（ＢａＮ）、窒化亜鉛（ＺｎＮ）、窒化
ジルコニウム（ＺｒＮ）、窒化鉄（ＦｅＮ）、窒化銅（ＣｕＮ）、窒化クロム（ＣｒＮ）
、窒化イットリウム（ＹＮ）、窒化チタン（ＴｉＮ）、およびこれらの複合窒化物等も適
用可能である。
【０１２３】
　酸窒化物の例としては、ニッケル（Ｎｉ）、タングステン（Ｗ）、バナジウム（Ｖ）、
ニオブ（Ｎｂ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、ジルコニウ
ム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈｆ）、などの酸窒化物をあげることができる。これら遷移金
属の酸窒化物は主にスパッタリング法やＣＶＤ法で成膜を行うことができる。
【０１２４】
　更に、本発明の有機エレクトロルミネッセント素子は、正孔輸送層３ａがＩＩＩ－Ｖ族
元素のＰ型化合物半導体より成るものを含む。特にケイ素（Ｓｉ）の炭化物ＳｉＣは大面
積成膜も容易であり、ドーピングにより正孔輸送性を制御することも簡単である。また、
通電や温度による電気的特性も変化が少なく、電極材料との電気化学的反応もない。更に
透光性にも優れている。また、ガリウム（Ｇａ）のヒ素化合物ＧａＡｓは陽極に用いられ
るＩＴＯと近い仕事関数を有することから、正孔輸送層として適用可能である。この場合
は真空蒸着法などによって製膜できる。この他にも陽極材料と近い仕事関数値を有し、か
つ電子親和力値が発光層のそれを下回るものであれば何れのＩＩＩ－Ｖ族元素化合物半導
体を用いても良い。成膜は主に真空蒸着法やスパッタリング法によって成膜することがで
きる。
【０１２５】
ここで、正孔輸送層３ａは、図３に示すように複数の隔壁１４間と隔壁１４とに連続して
設けられていてもよい。あるいは隔壁１４に隔てられて形成されていても良い。
【０１２６】
図３に示すように、複数の隔壁１４間と隔壁１４に連続して形成すると、プロセス効率を
向上させることができる。一方、隔壁１４に隔てられて形成されていれば、画素間の電荷
のもれを確実に防止できる。
【０１２７】
正孔輸送層３ａ形成後、無機物よりなる機能層３ｂを形成することができる。無機物より
なる機能層３ｂとしては遷移金属の酸化物、窒化物、酸窒化物やＩＩＩ、ＩＶ、Ｖ族元素
のＰ型化合物半導体などを用いることが出来る。機能層３ｂの膜厚は任意であるが好まし
くは０．１ｎｍ～２００ｎｍであり、また０．１～７０ｎｍであることが駆動電圧の上昇
を防ぐことができる為より好ましい。また、絶縁性の高い材料である場合は膜厚は０．１
～１０ｎｍの範囲で成膜することで、有機発光層への正孔注入を妨げることなく良好なＥ
Ｌ特性が得られる。さらにバンドギャップが３．０ｅＶ以上であるあれば、可視光領域で
ほぼ透明であるためより色度、輝度、発光効率に優れたＥＬ特性を得ることが出来る。
【０１２８】
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無機物よりなる機能層３ｂに用いる材料としては前に挙げた正孔輸送層３ａと同様の材料
を用いることができる。
【０１２９】
機能層３ｂの電子親和力値が有機発光層１５の電子親和力値よりも小さな値を有する場合
、機能層３ｂは電子ブロック機能を示し有機発光層１５へ注入された電子が正孔輸送層３
ａ側に抜けることを防ぎ、高い発光効率を得ることができる。
【０１３０】
また、機能層３ｂの仕事関数値が有機発光層１５の仕事関数値より大きな値を有する場合
、機能層３ｂは正孔注入機能を有する。この場合、有機発光層１５への正孔注入を妨げる
ことなく駆動電圧の低い良好な有機ＥＬ特性を得ることが出来る。
【０１３１】
図６は本発明の実施の形態に係る有機ＥＬ素子のエネルギー概略図である。図６において
１７は陽極のエネルギーレベルを示す線、１８は陰極のエネルギーレベルを示す線、１９
は正孔輸送層の部位を示し、２０は機能層の部位を、２１は有機発光層の部位を示す。２
２は陽極と正孔輸送層の界面を示す線、２３は正孔輸送層と機能層の界面を示す線、２４
は機能層と有機発光層の界面を示す線、２５は有機発光層と陰極の界面を示す線である。
また、２６は正孔輸送層の仕事関数のエネルギーレベル、２７は機能層の仕事関数値を示
す線、２８は機能層の電子親和力値を示す線、２９は有機発光層の仕事関数値を示す線、
３０は有機発光層の電子親和力値を示す線である。３１は正孔を３２は電子を示す。なお
、ここで示した図６は簡略化、モデル化された概念図である。
【０１３２】
図６の様な表記をする場合、正孔３１はより下方にあるものが高いエネルギーを有し、電
子３２はより上方にあるものが高いエネルギーを有する。よって有機発光層２１内の正孔
３１は陽極の正孔３１よりも高いエネルギーを持っていることになる。このとき、よりエ
ネルギーの低い陽極上の正孔３１を有機発光層２１へ注入する為にはエネルギーの差に見
合ったエネルギーを外部から与える必要がある。
【０１３３】
ここで、陽極と有機発光層の仕事関数値のエネルギー値の中間に位置するエネルギーレベ
ルを有する層を複数挿入することで、より小さなエネルギー差を各層間に生じさせること
ができ正孔注入が容易になる。すなわち駆動電圧の低減が可能になる。
【０１３４】
陰極上の電子３２は、有機発光層の電子親和力値３０と同じエネルギーレベルに注入され
たのち、有機発光層２１内で正孔３１と再結合することで発光を生じる。この際、有機発
光層２１と隣接する陽極側の層の電子親和力値が有機発光層の電子親和力値３０よりもよ
り下方にある場合、有機発光層２１へ注入された電子３２は有機発光層２１内で再結合さ
れることなく陽極側へ抜けてしまう確率が高くなる。そこで、有機発光層２１に隣接する
陽極側の層の電子親和力値を上方に設けることで、有機発光層２１内により多くの電子３
２を留めておくことが可能になり、高い発光効率を得られる。
【０１３５】
　例えば、ＮｉＯの仕事関数値／電子親和力値は５．４ｅＶ／１．９ｅＶと正孔注入機能
、電子ブロック機能の何れにも優れた材料であり、機能層として適した材料である。この
ほかには先にあげたＳｉＣを機能層として用いても良い。
【０１３６】
ここで、機能層３ｂは、正孔輸送層と同様に図３に示すように複数の隔壁１４間と隔壁１
４とに連続して設けられていてもよい。あるいは隔壁１４に隔てられて形成されていても
良い。複数の隔壁１４間と隔壁１４に連続して形成すると、プロセス効率を向上させるこ
とができる。
【０１３７】
　そして、バッファ層を無機物よりなる正孔輸送層と機能層の積層構造とすることで、ウ
ェットプロセスでは懸念される膜厚ムラのない均一なバッファ層を得ることが出来る。さ
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らには、安定性の高い無機物よりなるバッファ層を用いることで信頼性の高い高分子有機
ＥＬ素子を得ることができる。
【０１３８】
バッファ層３を形成後、有機発光層１５を形成することができる。本発明の実施の形態に
係る有機発光層１５は電流を流すことにより発光する層であり、有機発光層１５を形成す
る有機発光材料は、例えばクマリン系、ペリレン系、ピラン系、アンスロン系、ポルフィ
レン系、キナクリドン系、Ｎ，Ｎ’－ジアルキル置換キナクリドン系、ナフタルイミド系
、Ｎ，Ｎ’－ジアリール置換ピロロピロール系、イリジウム錯体系などの発光性色素をポ
リスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリビニルカルバゾール等の高分子中に分散さ
せたものや、ポリアリーレン系、ポリアリーレンビニレン系やポリフルオレン系の高分子
材料が挙げられるが本発明ではこれらに限定されるわけではない。
【０１３９】
これら有機発光材料の仕事関数値／電子親和力値は４～６ｅＶ／２～６ｅＶを有する物が
多く、各機能層のエネルギーマッチングを適宜考慮して効率の良い材料を選ぶことが出来
る
【０１４０】
これらの有機発光材料は溶媒に溶解または安定に分散させ有機発光インキとなる。有機発
光材料を溶解または分散する溶媒としては、トルエン、キシレン、アセトン、アニソール
、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなどの単独またはこ
れらの混合溶媒が上げられる。中でもトルエン、キシレン、アニソールといった芳香族有
機溶媒が有機発光材料の溶解性の面から好適である。また、有機発光インキには必要に応
じて、界面活性剤、酸化防止剤、粘度調整剤、紫外線吸収剤等が添加されてもよい。
【０１４１】
 各画素部位に設けられる発光体層として同一の色彩に発光するものを配列することもで
きるが、この場合には、単一色の表示装置となる。カラー画面を表示する場合には、それ
ぞれの画素部位に、互いに異なる色彩に発光する発光体層をパターン状に配列する必要が
ある。一般に、光の三原色に相当する赤（Ｒ）、緑（Ｇ）及び青（Ｂ）である。また、そ
の補色に相当するイエロー（Ｙ）、シアン（Ｃ）及びマゼンタ（Ｍ）が利用されることも
ある。
【０１４２】
有機発光層１５は、上記有機発光インキを用い、湿式法で設けることが、大型化やコスト
面で有利であるので好ましい。湿式法としては、スピンコート法、ディップコート法、ス
リットコート法、インクジェット印刷法などが挙げられるが、特に簡易なプロセスでかつ
高精細なパターニングが可能である印刷法が好ましい。
【０１４３】
 印刷法により有機発光層を成膜する際には、凸版印刷法、凹版印刷法、スクリーン印刷
法、グラビア印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法などの印刷法により塗布できる
が、特に凸版印刷法は塗布液の粘度領域に適している点、基材を傷つけることなく印刷可
能である点、材料の利用効率が良い点から特に有機ＥＬ素子作製に適している。
【０１４４】
図７には有機発光材料からなる有機発光インキを、画素電極１３、隔壁１４、バッファ層
３が形成された被印刷基板３９上にパターン印刷する際の凸版印刷装置３００の概略図を
示した。本発明の実施の形態に係る凸版印刷装置３００は、インクタンク３３と、インキ
チャンバー３４と、アニロックスロール３５と、凸版が設けられた版３８がマウントされ
た版胴３７とを有している。インクタンク３３には、溶剤で希釈された有機発光インキが
収容されており、インキチャンバー３４にはインクタンク３３より有機発光インキが送り
込まれるようになっている。アニロックスロール３５はインキチャンバー３４のインキ供
給部に接して回転可能に指示されている。
【０１４５】
アニロックスロール３５の回転に伴い、アニロックスロール３５表面に供給された有機発



(19) JP 2008-270731 A 2008.11.6

10

20

30

40

50

光インキのインキ層３６は均一な膜厚に形成される。このインキ層３６のインキはアニロ
ックスロール３５に近接して回転駆動される版胴３７にマウントされた版３８の凸部に転
移する。平台４０に設置された、画素電極１３（透明電極）、バッファ層３が形成された
被印刷基板３９に対して、版３８の凸部にあるインキが印刷され、必要に応じて乾燥工程
を経て被印刷基板３９上に有機発光層１５が形成される。
【０１４６】
さらには、有機発光層１６を形成後、正孔ブロック層および電子輸送層、電子注入層等を
好適に形成することができる。正孔ブロック層および電子輸送層に用いる正孔ブロック材
料および電子輸送材料としては、一般に電子輸送材料として用いられているものであれば
良く、トリアゾール系、オキサゾール系、オキサジアゾール系、シロール系、ボロン系等
の低分子系材料を用いて真空蒸着法による成膜が可能である。また、これらの電子輸送性
材料およびこれら電子輸送材料をポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリビニル
カルバゾール等の高分子中に溶解させトルエン、キシレン、アセトン、メチルエチルケト
ン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、メタノール、エタノール、イソプロピ
ルアルコール、酢酸エチル、酢酸ブチル、水等の単独または混合溶媒に溶解または分散さ
せて電子輸送塗布液とし、印刷法により成膜出来る。
【０１４７】
電子注入層に用いる電子注入材料としては前述の電子輸送層に用いられるのと同様な材料
の他に、フッ化リチウムや酸化リチウム等のアルカリ金属やアルカリ土類金属の塩や酸化
物等をもちいて真空蒸着による成膜が可能である。また、これらの電子輸送性材料および
これら電子輸送材料をポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリビニルカルバゾー
ル等の高分子中に溶解させトルエン、キシレン、アセトン、メチルエチルケトン、メチル
イソブチルケトン、シクロヘキサノン、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコー
ル、酢酸エチル、酢酸ブチル、水等の単独または混合溶媒に溶解または分散させて電子輸
送塗布液とし、印刷法により成膜出来る。
【０１４８】
印刷法でこれらの層を成膜する際には、有機発光層１５と同様に凸版印刷法、凹版印刷法
、スクリーン印刷法、グラビア印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法などの印刷法
により塗布できるが、特に凸版印刷法は塗布液の粘度領域に適している点、基材を傷つけ
ることなく印刷可能である点、材料の利用効率が良い点から特に有機ＥＬ作製に適してい
る。
【０１４９】
［対向電極２］
次に、本発明の実施の形態に係る対向電極２を形成することができる（図３参照）。対向
電極２を陰極とする場合には有機発光層１５への電子注入効率の高い、仕事関数の低い物
質を用いることができる。
【０１５０】
対向電極２の具体的な材料にはＭｇ、Ａｌ、Ｙｂ等の金属単体を用いたり、有機発光媒体
層１６と接する界面にＬｉや酸化Ｌｉ、ＬｉＦ等の化合物を１ｎｍ程度挟んで、安定性・
導電性の高いＡｌやＣｕを積層して用いたりしてもよい。または電子注入効率と安定性と
を両立させるため、仕事関数が低いＬｉ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｅｒ、Ｅｕ、
Ｓｃ、Ｙ、Ｙｂ等の金属１種以上と、安定なＡｇ、Ａｌ、Ｃｕ等の金属元素との合金系を
用いてもよい。具体的にはＭｇＡｇ、ＡｌＬｉ、ＣｕＬｉ等の合金を使用することができ
る。
【０１５１】
対向電極２の形成方法は、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反応性蒸
着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法を用いることができるが本発明ではこ
れらに限定されるわけではない。
【０１５２】
本発明の実施の形態においては、アクティブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置１００に
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ついて述べてきたが、本発明は、有機発光媒体層１６を挟持する画素電極１３と対向電極
２とが、相互に交差する陽極ラインと陰極ラインである、パッシブマトリクス駆動型有機
ＥＬ表示装置２００についても好適に適用することができる。例えば、図５に示すように
、ストライプ状に設けられた有機発光媒体層１６の上部に対向電極２を設けることでアク
ティブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置１００と同様の効果を得ることができる。ここ
で、図５は、概略上面図である。
【０１５３】
［封止体］
表示装置１００としては電極間（画素電極１３と対向電極２との間）に発光材料を挟み、
電流を流すことで発光させることができるが、有機発光材料は大気中の水分や酸素によっ
て容易に劣化してしまうため通常は外部と遮断するための封止体を設けることができる（
図示せず）。封止体は例えば封止材上に樹脂層を設けて作製することができる。
【０１５４】
封止材としては、水分や酸素の透過性が低い基材である必要がある。また、封止材の材料
の一例として、アルミナ（酸化アルミニウム）、窒化ケイ素、窒化ホウ素等のセラミック
ス、無アルカリガラス、アルカリガラス等のガラス、石英、耐湿性フィルムなどを挙げる
ことができるが本発明ではこれらに限定されるわけではない。耐湿性フィルムの例として
、プラスチック基材の両面にＳｉＯｘをＣＶＤ法で形成したフィルムや、透過性の小さい
フィルムと吸水性のあるフィルムまたは吸水剤を塗布した重合体フィルムなどがあり、耐
湿性フィルムの水蒸気透過率は、１０－６ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下であることが好ましい。
【０１５５】
樹脂層の材料の一例として、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、シリコーン樹脂などから
なる光硬化型接着性樹脂、熱硬化型接着性樹脂、２液硬化型接着性樹脂や、エチレンエチ
ルアクリレート（ＥＥＡ）ポリマー等のアクリル系樹脂、エチレンビニルアセテート（Ｅ
ＶＡ）等のビニル系樹脂、ポリアミド、合成ゴム等の熱可塑性樹脂や、ポリエチレンやポ
リプロピレンの酸変性物などの熱可塑性接着性樹脂を挙げることができる。
【０１５６】
樹脂層を封止材の上に形成する方法の一例として、溶剤溶液法、押出ラミ法、溶融・ホッ
トメルト法、カレンダー法、ノズル塗布法、スクリーン印刷法、真空ラミネート法、熱ロ
ールラミネート法などを挙げることができるが本発明ではこれらに限定されるわけではな
い。必要に応じて吸湿性や吸酸素性を有する材料を含有させることもできる。封止材上に
形成する樹脂層の厚みは、封止する表示装置１００の大きさや形状により任意に決定され
るが、５μｍ～５００μｍ程度が望ましい。なお、ここでは封止材上に樹脂層として形成
したが直接表示装置１００側に形成することもできる。
【０１５７】
最後に、表示装置１００と封止体との貼り合わせを封止室で行う。封止体を、封止材と樹
脂層の２層構造とし、樹脂層に熱可塑性樹脂を使用した場合は、加熱したロールで圧着の
み行うことが好ましい。
【０１５８】
熱硬化型接着樹脂を使用した場合は、加熱したロールで圧着した後、さらに硬化温度で加
熱硬化を行うことが好ましい。光硬化性接着樹脂を使用した場合は、ロールで圧着した後
、さらに光を照射することで硬化を行うことができる。
 
【実施例】
【０１５９】
　以下、本発明の有機ＥＬ素子の実施例を挙げるが、本発明は下記実施例に何ら制限され
るものではない。
【０１６０】
　＜実施例１＞
　図２へ示す様に、厚さ０．７ｍｍ、１００ｍｍ四方のガラス基板を透光性基板２０１と
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し、８００μピッチ（Ｌ／Ｓ＝７００／１００）のＩＴＯラインを透明電極２０２として
設けた。その後、ＩＴＯ端をカバーする様に絶縁性レジストをフォトリソ法でパターニン
グし、絶縁性隔壁２０５を設けた。
【０１６１】
　透明電極上に、バッファ層としてＧａＡｓを真空蒸着法により厚さ３０ｎｍに形成し正
孔輸送層２０３ａ１を得た。続いてバッファ層としてＮｉＯを真空蒸着法により厚さ１０
ｎｍに形成し、電子ブロック層２０３ａ２とした。
【０１６２】
　続いて、有機発光材料であるＰＰＶ系高分子材料　１Ｖｏｌ％、トルエン８４Ｖｏｌ％
、アニソール１５Ｖｏｌ％を用い凸版印刷法によりＲＧＢ各色にパターン形成し有機発光
層２０３ｂとした。最後に対向電極２０４としてＭｇＡｇを２元蒸着法により１５０ｎｍ
の厚みで８００μｍピッチ（Ｌ／Ｓ＝７００／１００）の透明電極２０２と直交するスト
ライプ状にパターン形成後ガラスキャップと接着剤を用いて密閉封止し、パッシブ駆動型
の有機ＥＬ素子を作成した。
【０１６３】
　得られたパッシブ型有機ＥＬ素子は３．５Ｖの印加で１０００ｃｄ／ｍ２の発光を得る
ことができ、初期輝度５００ｃｄ／ｍ２における輝度半減時間は４５００時間であった。
【０１６４】
　＜実施例２＞
　実施例２においては正孔輸送層２０３ａとしてＳｉＣを真空蒸着法により３０ｎｍに成
膜した後、電子ブロック層としてＭｏＯ３を真空蒸着法により４ｎｍに成膜した。そのほ
かの条件は実施例１と同様である
　得られたパッシブ型有機ＥＬ素子は３．３Ｖの印加で１１００ｃｄ／ｍ２の発光を得る
ことができ、初期輝度５００ｃｄ／ｍ２における輝度半減時間は５２００時間であった。
【０１６５】
＜実施例３＞
図３に示すように、基板５上に設けられたスイッチング素子として機能する薄膜トランジ
スタと、その上方に形成された画素電極１３とを備えたアクティブマトリクス基板５を用
いた。基板５のサイズは対角５インチ、画素数は３２０×２４０である。
【０１６６】
この基板５上に設けられている画素電極１３の端部を被覆し画素を区画するような形状で
隔壁１４を形成した。隔壁１４の形成は、日本ゼオン社製、ポジレジスト、商品名「ＺＷ
Ｄ６２１６－６」を用いて、スピンコーター法にて基板５全面に厚み２μｍで形成した後
、フォトリソグラフィ法を用いて幅４０μｍにパターニングして隔壁１４を形成した。こ
れによりサブピクセル数９６０×２４０ドット、０．１２ｍｍ×０．３６ｍｍピッチ画素
領域が区画された。
【０１６７】
画素電極１３上に正孔輸送層３ａとして、厚み３０ｎｍのＶ２Ｏ５を、真空蒸着法により
シャドーマスク法でパターン成膜した。パターン領域は表示領域全面に成膜されるように
１２０ｍｍ×１００ｍｍの開口のあるメタルマスクを用いて成膜を行った。
【０１６８】
次いで正孔輸送層３ａ上に機能層３ｂとして、厚み１０ｎｍのＮｉＯを真空蒸着法により
シャドーマスク法でパターン成膜した。パターン領域は正孔輸送層同様に表示領域全面に
成膜されるように１２０ｍｍ×１００ｍｍの開口のあるメタルマスクを用いて成膜を行っ
た。
【０１６９】
有機発光層１５の有機発光材料であるポリフェニレンビニレン誘導体を濃度１％になるよ
うにトルエンに溶解させた有機発光インキを用い、基板５上に形成された画素電極１３、
隔壁１４、正孔輸送層３ａ及び機能層３ｂを図７に示すように凸版印刷装置３００の被印
刷基板３９としてセッティングし、隔壁１４に挟まれた機能層３の真上にそのラインパタ
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ーンに合わせて有機発光層１５を凸版印刷法で印刷を行った。このとき１５０線／インチ
のアニロックスロール３５及び水現像タイプの感光性樹脂版を使用した。印刷、乾燥後の
有機発光層１５の膜厚は８０ｎｍとなった。
【０１７０】
その後、対向電極２として真空蒸着法でカルシウム膜を１２０ｍｍ×１００ｍｍの開口の
あるメタルマスクを用いて厚み２０ｎｍで成膜し、その後１２４ｍｍ×１０４ｍｍの開口
のあるメタルマスクを用いてアルミニウムを厚み１５０ｎｍで成膜した。
【０１７１】
その後、封止材としてガラス板を用いて、発光領域全てをカバーするように載せ、約９０
℃で１時間接着剤を熱硬化して封止を行った。こうして得られたアクティブマトリクス駆
動型有機ＥＬ表示装置１００（図４）を駆動したところ３．５Ｖの印加で１０００ｃｄ／
ｍ２の発光を得ることができ、初期輝度５００ｃｄ／ｍ２における輝度半減時間は４５０
０時間であった。
【０１７２】
＜実施例４＞
実施例４においては、正孔輸送層３ａを成膜する前までは実施例３と同様の手順で作製し
、正孔輸送層３ａとしてＳｉＣを真空蒸着法によりシャドーマスク法で３０ｎｍの厚みで
パターン成膜した。パターン領域は表示領域全面に成膜されるように１２０ｍｍ×１００
ｍｍの開口のあるメタルマスクを用いて成膜を行った。正孔輸送層と同様に機能層３ｂと
してＭｏＯ３を真空蒸着法によりシャドーマスク法で５ｎｍにパターン成膜した。また、
有機発光層１５は実施例１と同様の手順で作製した。
【０１７３】
その後、対向電極２として真空蒸着法でカルシウム膜を１２０ｍｍ×１００ｍｍの開口
のあるメタルマスクを用いて厚み２０ｎｍで成膜し、その後１２４ｍｍ×１０４ｍｍの開
口のあるメタルマスクを用いてアルミニウム膜を厚み１５０ｎｍで成膜した。
【０１７４】
その後、封止材としてガラス板を用いて、発光領域全てをカバーするように載せ、約９
０℃で１時間接着剤を熱硬化して封止を行った。こうして得られたアクティブマトリクス
駆動型有機ＥＬ表示装置１００を駆動したところ、３．３Ｖの印加で１１００ｃｄ／ｍ２

の発光を得ることができ、初期輝度５００ｃｄ／ｍ２における輝度半減時間は５２００時
間であった。
【０１７５】
　＜実施例５＞
実施例５においては、正孔輸送層３ａを成膜する前までは実施例３と同様の手順で作製し
、正孔輸送層３ａとしてＭｏＯ３を真空蒸着法によりシャドーマスク法で３０ｎｍの厚み
でパターン成膜した。パターン領域は表示領域全面に成膜されるように１２０ｍｍ×１０
０ｍｍの開口のあるメタルマスクを用いて成膜を行った。正孔輸送層と同様に機能層３ｂ
としてＷＯ３を真空蒸着法によりシャドーマスク法で５ｎｍにパターン成膜した。また、
有機発光層１５は実施例１と同様の手順で作製した。
【０１７６】
その後、対向電極２として真空蒸着法でカルシウム膜を１２０ｍｍ×１００ｍｍの開口
のあるメタルマスクを用いて厚み２０ｎｍで成膜し、その後１２４ｍｍ×１０４ｍｍの開
口のあるメタルマスクを用いてアルミニウム膜を厚み１５０ｎｍで成膜した。
【０１７７】
その後、封止材としてガラス板を用いて、発光領域全てをカバーするように載せ、約９
０℃で１時間接着剤を熱硬化して封止を行った。こうして得られたアクティブマトリクス
駆動型有機ＥＬ表示装置１００を駆動したところ、３．３Ｖの印加で１１００ｃｄ／ｍ２

の発光を得ることができ、初期輝度５００ｃｄ／ｍ２における輝度半減時間は５２００時
間であった。
【０１７８】
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　＜比較例１＞
比較例１においては、バッファ層として正孔輸送層２０３ａのＧａＡｓのみを３０ｎｍに
成膜した。その他の条件は実施例１と同様である。
【０１７９】
　得られたパッシブ型有機ＥＬ素子は、実施例１の素子と比較すると駆動電圧はほぼ同等
であったが、電流密度に対して得られる輝度が小さく、電流が発光に寄与していないこと
が分かる。電流過剰で発光効率の低い素子であったため、初期輝度５００ｃｄ／ｍ２にお
ける輝度半減時間は７００時間と短かった。
【０１８０】
＜比較例２＞
　比較例２においては、バッファ層として正孔輸送層２０３ａのＳｉＣのみを３０ｎｍに
成膜した。その他の条件は実施例２と同様である。
【０１８１】
　得られたパッシブ型有機ＥＬ素子は、実施例２の素子と比較すると駆動電圧はほぼ同等
であったが、電流密度に対して得られる輝度が小さく、電流が発光に寄与していないこと
が分かる。電流過剰で発光効率の低い素子であったため、初期輝度５００ｃｄ／ｍ２にお
ける輝度半減時間は９００時間と短かった。
【０１８２】
＜比較例３＞
　比較例３においては、バッファ層として正孔輸送層３ａのＶ２Ｏ５のみを３０ｎｍに成
膜した。その他の条件は実施例３と同様である。
【０１８３】
得られたアクティブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置１００を駆動したところ、実施例
３と比較すると駆動電圧はほぼ同等であったが、電流密度に対して得られる輝度が小さく
、電流が発光に寄与していないことが分かる。電流過剰で発光効率の低い素子であったた
め、初期輝度５００ｃｄ／ｍ２における輝度半減時間は７００時間と短かった。
【０１８４】
＜比較例４＞
　比較例４においては、バッファ層として正孔輸送層３ａのＳｉＣのみを３０ｎｍに成膜
した。その他の条件は実施例４と同様である。
【０１８５】
　得られたアクティブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置１００を駆動したところ、実施
例４と比較すると駆動電圧はほぼ同等であったが、電流密度に対して得られる輝度が小さ
く、電流が発光に寄与していないことが分かる。電流過剰で発光効率の低い素子であった
ため、初期輝度５００ｃｄ／ｍ２における輝度半減時間は９００時間と短かった。
【０１８６】
＜比較例５＞
　比較例５においては、バッファ層として正孔輸送層３ａのＭｏＯ３のみを３０ｎｍに成
膜した。その他の条件は実施例５と同様である。
【０１８７】
　得られたアクティブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置１００を駆動したところ、実施
例５と比較する１２００ｃｄ／ｍ２発光次の駆動電圧が４．５Ｖと上昇していることが分
かった。また、電流密度に対して得られる輝度が低く、発光効率の低下が伺える。初期輝
度５００ｃｄ／ｍ２における輝度半減時間は７２０時間であった。
 
【図面の簡単な説明】
【０１８８】
【図１】本発明の有機ＥＬ素子構造を示す説明図である
【図２】本発明の実施例の一例の断面図を示す説明図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る有機ＥＬ素子を備えた表示装置の概略断面図である。
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【図４】本発明の実施の形態に係るアクティブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置の概略
上面図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る有機ＥＬ素子の作用を説明する為のエネルギー概略図
である。
【図６】本発明の実施の形態に係るパッシブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置の概略上
面図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る凸版印刷装置の概略図である。
【符号の説明】
【０１８９】
１０１，２０１：透光性基板
１０２，２０２：透明導電層
１０３，２０３：有機発光媒体層
１０３ａ，２０３ａ：バッファ層
１０３ａ１，１０３ａ２：正孔輸送層
１０３ａ２，１０３ａ２：電子ブロック層
１０３ｂ，２０３ｂ：有機発光層
１０４，２０４：対向電極
１０５，２０５：絶縁性隔壁
１　表示領域
２　対向電極
３　バッファ層
３ａ正孔輸送層
３ｂ機能層
４　表示装置
５　基板
６　活性層
７　ゲート絶縁膜
８　ゲート電極
９　層間絶縁膜
１０　ソース電極
１１　走査線
１２　ドレイン電極
１３　画素電極
１４　隔壁
１５　有機発光層
１６　有機発光媒体層
１７　陽極のエネルギーレベル
１８　陰極のエネルギーレベル
１９　正孔輸送層
２０　機能層
２１　有機発光層
２２　陽極－正孔輸送層界面
２３　正孔輸送層―機能層界面
２４　機能層―有機発光層界面
２５　有機発光層―陰極界面
２６　正孔輸送層の仕事関数を示すエネルギーレベル
２７　機能層の仕事関数値を示すエネルギーレベル
２８　機能層の電子親和力値を示すエネルギーレベル
２９　有機発光層の仕事関数値を示すエネルギーレベル
３０　有機発光層の電子親和力値を示すエネルギーレベル
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３１　正孔
３２　電子
３３　インクタンク
３４　インキチャンバー
３５　アニロックスロール
３６　インキ層
３７　版胴
３８　版
３９　被印刷基板
４０　平台
１００　アクティブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置
２００　パッシブマトリクス駆動型有機ＥＬ表示装置
３００　凸版印刷装置

【図６】
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